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Motivation
Der Schichtgitterhalbleiter WS, als Absorbermaterial in

Dinnschichtsolarzellen
-Indirekte Bandliicke: 1,3 eV, direkt 1,8 eV
-Hoher Absorptionskoeffizient: >10°> cm-t .
-Keine offenen Bindungen (Rekombinationszentren in Solarzellen)
auf den van-der-Waals-Oberflachen

Van-der-Waals planes
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Modell der Metallsulfid-induzierten Kristallisation von WS,
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«Stark (001)-texturiert

*Grol3e Kristallite (um)

*Hohe Ladungstragerbeweglichkeiten
*photoaktive WS,-Schichten

Si/Sio,
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Ni kann durch Pd oder Co ersetzt werden
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Sputterkammer und energiedispersive Rontgenbeugung

(EDXRD)
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In situ zeitaufgelostes EDXRD
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WS, 300 nm

Ni 30 nm

In situ zeitaufgelostes EDXRD

Heizen in H,S-Atmosphare
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In situ zeitaufgelostes EDXRD
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In situ zeitaufgelostes EDXRD
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XRD, Einfluf3 der Nickelmenge

dws3+x = 300 nm.
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Oberflachenmorphologie

PdS,-assisted crystallized WS, NiS,-assisted crystallized WS,
dpy =10 Nm dy; =20 nm

J nm WD= 7mm

Tum
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Selektives Atzen der NiS-Kristallite
mit 3 HNO, : 2 HCI

WS, auf metallischem Ruckkontakt

200 nm 200 nm
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Leitfahigkeit-Rasterkraftmikroskopie (C-AFM)
KurzschlUsse uUber die Korngrenzen

Surface morphology Current image at U = 100 mV
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Zusammenfassung

stark texturierte WS,-Schichten mittels metall-sulfid-induzierter
sulfurization von W und Kristallisation von amorphem WS,_,

Schichten sind photoaktiv

Unterstitzung durch NiS,, PdS, and CoS, (T, ectic < 700 T)
Keine Kristallisation mit Fe, Cu, Ag - Unterstltzung
Kurzschlisse in den Schichten Uber Korngrenzen
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